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본 발명은 반사형 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것으로, 외부광의 광투과율을 조절하여 화상을 표시하는

액정표시장치에 있어서, 기판 상에 화소영역을 정의하는 게이트 라인들 및 데이터 라인들의 교차영역에 형성된

트랜지스터와, 상기 트랜지스터에 접속되도록 상기 화소영역에 형성되어 상기 외부광을 반사시키는 반사전극과,

상기 반사전극 상에 형성된 투명전극을 포함하며, 상기 반사전극은 상기 트랜지스터의 소스/드레인 전극과 동일

한 물질인 것을 특징으로 한다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

외부광의 광투과율을 조절하여 화상을 표시하는 액정표시장치에 있어서,

기판 상에 화소영역을 정의하는 게이트 라인들 및 데이터 라인들의 교차영역에 형성된 트랜지스터와,

상기 트랜지스터에 접속되도록 상기 화소영역에 형성되어 상기 외부광을 반사시키는 반사전극과,

상기 반사전극 상에 형성된 투명전극을 포함하며,

상기 반사전극은 상기 트랜지스터의 소스/드레인 전극과 동일한 물질인 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시소

자.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터는,

상기 게이트 라인에 접속된 게이트 전극과,

상기 게이트 전극 상에 형성된 게이트 절연막과,

상기 게이트 전극에 중첩되도록 상기 게이트 절연막에 형성된 반도체층과,

상기 데이터 라인에 접속됨과 아울러 상기 투명전극에 접속되도록 상기 반도체층 상에 형성된 상기 소스/드레인

전극과,

상기 소스/드레인 전극 상에 형성된 상기 투명전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시소

자.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 게이트 라인들 각각에 접속된 게이트 패드와,

상기 데이터 라인들 각각에 접속된 데이터 패드를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시소

자.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 게이트 전극, 게이트 패드 및 데이터 패드 중 적어도 하나는 다층인 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시

소자.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 게이트 전극, 게이트 패드 및 데이터 패드 중 적어도 하나는 상기 기판 상에 형성되는 금속층과, 상기 금

속층 상에 형성되는 투명전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시소자.

청구항 6 

외부광의 광투과율을 조절하여 화상을 표시하는 반사형 액정표시소자의 제조방법에 있어서,

기판 상에 화소영역을 정의하는 게이트 라인들 및 데이터 라인들의 교차영역에 트랜지스터 및 상기 트랜지스터

에 접속되어 상기 외부광을 반사시키는 반사전극 및 상기 반사전극 상의 투명전극을 상기 화소영역에 형성하는

제 1 단계와,

상기 투명전극 상에 보호막을 형성하는 제 2 단계를 포함하여 이루어지며,
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상기 반사전극은 상기 트랜지스터의 소스/드레인 전극과 동일한 물질인 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시소

자의 제조방법.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 제 1 단계에 있어서,

상기 게이트 라인들 각각에 접속된 게이트 패드와,

상기 데이터 라인들 각각에 접속된 데이터 패드를 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 반사형 액

정표시소자의 제조방법.

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 게이트 전극, 게이트 패드 및 데이터 패드 중 적어도 하나는 다층인 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시

소자의 제조방법.

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 제 1 단계는,

상기 기판 상에 게이트 금속층 및 제 1 투명전극을 순자적으로 형성하는 단계;

상기 게이트 금속층 및 제 1 투명전극을 제 1 마스크를 사용하여 게이트 전극 및 게이트 패드를 포함하는 게이

트 패턴을 형성하는 단계;

상기 게이트 패턴 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트 절연막 상에 활성층 및 오믹콘택층을 포함하는 반도체층과, 소스/드레인 금속층 및 제 2 투명전극

을 순차적으로 증착하는 단계;

상기 제 2 투명전극 상에 포토레지스트를 도포한 후, 제 2 마스크를 사용하여 데이터 패드, 데이터 라인, 반사

전극, 소스/드레인 전극을 포함하는 소스/드레인 패턴을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사

형 액정표시소자의 제조방법.

청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 제 2 마스크는 회절마스크를 사용하는 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시소자의 제조방법.

청구항 11 

제 6 항에 있어서,

상기 제 2 단계는,

상기 투명전극 상에 보호막을 형성하는 단계; 

상기 보호막 상에 제 3 마스크를 사용하여 게이트 패드 상의 게이트 절연막 및 보호막을 관통하는 제 1 콘택홀

및 데이터 패드 상의 보호막을 관통하는 제 2 콘택홀을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사형

액정표시소자의 제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명
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    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반사형 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 마스크 공정수를 줄일 수 있는 반사형 액<10>

정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

정보화 사회가 발전함에 따라 표시장치에 대한 요구도 다양한 형태로 점증하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는<11>

LCD(Liquid  Crystal  Display),  PDP(Plasma  Display  Panel),  ELD(Electro  Luminescent  Display), VFD(Vacuum

Fluorescent Display) 등 여러 가지 평판 표시 장치가 연구되어 왔고, 일부는 이미 여러 장비에서 표시장치로

활용되고 있다.

그  중에,  현재  화질이  우수하고  경량,  박형,  저소비  전력의  장점으로  인하여  화상  표시장치의  용도로<12>

CRT(Cathode Ray Tube)를 대체하면서 LCD가 가장 많이 사용되고 있다. LCD는 노트북 컴퓨터의 모니터와 같은 이

동형의 용도 이외에도 방송신호를 수신하여 디스플레이하는 텔레비전, 및 컴퓨터의 모니터 등으로 다양하게 개

발되고 있다.

통상의  LCD는  동작모드에  따라,  개략적으로  TN(Twisted  Nematic)형,  GH(Guest  Host)형,  ECB(Electrically<13>

Controlled Birefringence)형 및 OCB(Optically Compensated Birefringence)형 등으로 나눌 수 있다.

또한, 광원의 이용방법에 따라, 백라이트를 이용하는 투과형 LCD와 외부의 광원을 이용하는 반사형 LCD의 두 종<14>

류로 분류할 수 있다.

근래에는 백라이트(back light)를 광원으로 사용하는 투과형 LCD가 널리 이용되고 있으나, 이러한 백라이트의<15>

사용은 LCD의 무게와 부피를 증가시킬 뿐만 아니라, 소비전력이 높다는 문제점을 가진다. 백라이트가 내장된

LCD의 상기한 문제점들을 극복하고자, 최근에는 백라이트를 사용하지 않는 반사형 LCD에 대한 연구가 활발하게

진행되고 있다.

또한, LCD의 박막 트랜지스터 어레이 기판은 반도체 공정을 포함함과 아울러 다수의 마스크 공정을 필요로 함에<16>

따라 제조 공정이 복잡하여 액정패널 제조단가 상승의 주요원인이 되고 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 박막 트랜지스터 어레이 기판의 마스크<17>

공정수를 줄이는 반사형 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공하는 것에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 반사형 액정표시소자는 외부광의 광투과율을 조절하여 화상을 표<18>

시하는 반사형 액정표시장치에 있어서, 기판 상에 화소영역을 정의하는 게이트 라인들 및 데이터 라인들의 교차

영역에 형성된 트랜지스터와, 상기 트랜지스터에 접속되도록 상기 화소영역에 형성되어 상기 외부광을 반사시키

는 반사전극과, 상기 반사전극 상에 형성된 투명전극을 포함하며, 상기 반사전극은 상기 트랜지스터의 소스/드

레인 전극과 동일한 물질인 것을 특징으로 한다.

상기와 같은 목적에 의한 본 발명에 의한 반사형 액정표시소자의 제조방법은 외부광의 광투과율을 조절하여 화<19>

상을 표시하는 반사형 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 기판 상에 화소영역을 정의하는 게이트 라인들 및 데

이터 라인들의 교차영역에 트랜지스터 및 상기 트랜지스터에 접속되어 상기 외부광을 반사시키는 반사전극 및

상기 반사전극 상의 투명전극을 상기 화소영역에 형성하는 제 1 단계와, 상기 투명전극 상에 보호막을 형성하는

제 2 단계를 포함하여 이루어지며, 상기 반사전극은 상기 트랜지스터의 소스/드레인 전극과 동일한 물질인 것을

특징으로 하는 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 따른 반사형 액정표시소자 및 그 제조방법을 상세히 설명하면 다음과<20>

같다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시소자를 나타낸 평면도이고, 도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ＇ 내지 Ⅴ-Ⅴ<21>

＇선에 따른 반사형 액정표시소자를 나타낸 단면도이다.

도 1 및 도 2에 도시한 바와 같이, 기판(100) 상에 화소영역을 정의하는 게이트 라인(111)과 데이터 라인(120)<22>
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과, 상기 게이트 라인(111)과 데이터 라인(120)의 교차영역에 형성된 트랜지스터(TFT)와, 상기 화소영역에 형성

되어 상기 박막트랜지스터(TFT)와 접속되는 반사전극(128)과, 게이트 라인(111)에 접속되는 게이트 패드(80)와,

데이터 라인(120)에 접속되는 데이터 패드(90)를 구비한다.

박막트랜지스터(TFT)는 게이트 라인(111)에서 분기되는 게이트 전극(113)과, 게이트 전극 상에 형성된 제 1 투<23>

명전극(72)과, 제 1 투명전극(72)을 포함한 전면에 형성된 게이트 절연막(115)과, 게이트 전극에 중첩되도록 게

이트 절연막(115)  상에 형성된 활성층(118b)  및 오믹콘택층(118a)을 포함하는 반도체층(118)과, 데이터 라인

(120)에서 분기되어 반도체층(118) 양 끝에 각각 형성되는 소스/드레인 전극(133/135)과, 상기 소스/드레인 전

극 상에 형성된 제 2 투명전극(127)으로 구성된다.

반사전극(128)은 외부의 광원으로부터 입사되는 광을 받아 외부로 반사시킨다.<24>

또한, 반사전극(128)은 상기 드레인 전극(135)과 연장되어 형성된다.<25>

게이트 패드(80)는 기판 상에 게이트 금속층(70) 및 투명전극(72)으로 형성된 2개의 금속층으로 이루어지며, 보<26>

호막(200) 및 게이트 절연막(115)을 관통하는 제 1 콘택홀(138)을 통해 노출된다.

데이터 패드(90)는 반도체층(118) 상에 소스/드레인 금속층(125) 및 투명전극(127)으로 형성된 2개의 금속층으<27>

로 이루어지며, 보호막(200)을 관통하는 제 2 콘택홀(140)을 통해 노출된다.

또한, 게이트 절연막(115) 및 반도체층(118)을 사이에 두고 형성된 전단 게이트 라인(130) 및 반사전극(128)의<28>

오버랩 된 부분에는 스토리지 캐패시터(131)가 형성된다.

도 3a 내지 도 3g는 본 발명에 따른 도 1의 Ⅰ-Ⅰ＇ 내지 Ⅴ-Ⅴ＇선상의 공전단면도이다.<29>

도 3a에 도시한 바와 같이, 기판(100) 상에 스퍼터링 방법과 같은 증착 공정을 통해 게이트 금속층(70) 및 제 1<30>

투명전극(72)을 순차적으로 증착한다.

이어, 도 3b에 도시한 바와 같이, 제 1 마스크(도시하지 않음)을 사용하여, 게이트 금속층(70) 및 제 1 투명전<31>

극(72)을 포토리쏘그래피공정과 식각공정을 통해 패터닝함으로써 게이트 패드(80), 스토리지 캐패시터(131) 및

게이트 전극(113)을 포함하는 게이트 패턴을 형성한다.

여기서, 게이트 패턴은 게이트 금속물질(70)과 제 1투명전극(72)인 2개의 금속물질층으로 구성된다.<32>

이어서, 게이트 패턴 상에 게이트 절연막(115)을 형성한다.<33>

도 3c에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(115) 상에 활성층(118b) 및 오믹콘택층(118a)을 포함하는 반도체층<34>

(118)과, 소스/드레인 금속층(125) 및 제 2 투명전극(127)을 순차적으로 증착한다.

이어서, 제 2 투명전극(127) 상에 포토레지스트(Photoresist)를 도포한 후, 상기 포토레지스트 상부에 제 2 마<35>

스크(160)를 정렬한 후 노광 및 현상하여 포토레지스트 패턴(150)을 형성한다.

제 2 마스크(160)는 포토레지스트 패턴(150)이 이중 단차를 가지도록 하기 위한 회절마스크인데, 상기 회절마스<36>

크는 데이터 패드, 데이터 라인, 반사전극 및 소스/드레인 전극이 형성될 부분에 광을 차광하는 차광부(160b),

소스/드레인 전극이 분리될 부분에 광을 조사하기 위한 슬릿들이 형성된 반투과부(160c), 나머지 부분에서 광을

조사하기 위한 투과부(160a)로 구성된다.

따라서,  상기  제  2  마스크(160)에  의해  차광부(160b)에  상응하는  포토레지스트는  그대로  남아있고,  투과부<37>

(160a)에 상응하는 포토레지스트는 전부 제거되며, 반투과부(160c)에 상응하는 포토레지스트는 차광부(160a)에

형성되는 것보다 더 얇은 두께의 포토레지스트가 형성된다.

이어서, 도 3d에 도시한 바와 같이, 포토 레지스트 패턴(150)을 에싱(ashing)공정을 한 후, 포토레지스트 패턴<38>

(150)을 마스크로 하여 식각공정을 통해 데이터 패드(90), 데이터 라인(120), 반사전극(128) 및 소스/드레인 전

극(133/135)을 포함하는 소스/드레인 패턴을 형성한다.

이때, 소스/드레인 패턴 상부의 제 2 투명전극(127) 및 소스/드레인 패턴 하부의 반도체층(118)은 소스/드레인<39>

패턴과 동일한 폭으로 식각되어 형성된다.

이어서, 도 3e에 도시한 바와 같이, 에싱(ashing)공정을 한 포토레지스트 패턴(150)을 마스크로 하여 습식 식각<40>

공정 후 건식 식각공정으로 소스/드레인 전극(133/135)을 분리 및 소스/드레인 전극(133/135) 사이의 오믹콘택

층(118a)을 제거한 후 남아있는 포토레지스트 패턴(150)을 제거한다.
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도 3f 및 도 3g에 도시한 바와 같이, 포토레지스트 패턴(150)이 제거된 소스/드레인 패턴 상에 보호막(200)을<41>

형성한다.

이어, 보호막(104) 상에 포토레지스트(도시하지 않음)를 형성한다.<42>

포토레지시트 상에 제 3 마스크(170)를 이용하여 포토리쏘그래피공정과 식각공정을 통해 패터닝함으로써, 게이<43>

트 패드(80) 상의 게이트 절연막(115) 및 보호막(200)을 관통하는 제 1 콘택홀(138) 및 데이터 패드(90) 상의

보호막(200)을 관통하는 제 2 콘택홀(140)을 형성한다.

보호막(200)의 재료로는 게이트 절연막(115)과 같은 무기 절연물질이나 유전상수가 작은 아크릴(acryl)계 유기<44>

화합물, BCB 또는 PFCB 등과 같은 유기 절연물질이 이용된다.

한편, 이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시 예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적<45>

사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분

야에서 종래의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

    발명의 효과

상기와 같은 본 발명에 의한 반사형 액정표시소자 및 그 제조방법은 제조공정상의 마스크 수를 줄임으로써 공정<46>

단순화 및 제조비용 감소의 효과를 얻을 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시소자를 나타내는 평면도.<1>

도 2는 본 발명의 도 1의 Ⅰ-Ⅰ＇ 내지 Ⅴ-Ⅴ＇선에 따른 단면도.<2>

도 3a 내지 도 3g는 본 발명의 도 1의 Ⅰ-Ⅰ＇ 내지 Ⅴ-Ⅴ＇선에 따른 공정단면도.<3>

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*<4>

80 : 게이트 패드                   90 : 데이터 패드<5>

100 : 기판                         113 : 게이트 전극<6>

115 : 게이트 절연막                118 : 반도체층<7>

120 : 데이터 라인                  128 : 반사전극<8>

133/135 : 소스/드레인 전극<9>
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도면

    도면1

    도면2
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    도면3a

    도면3b

    도면3c

    도면3d
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    도면3e

    도면3f

    도면3g
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目的：提供一种反射型LCD（液晶显示器）和制造反射型LCD的方法，
以减少用于制造TFT（薄膜晶体管）阵列基板的掩模数量，从而简化制
造工艺并降低制造成本。 ：控制外部光的透射率以显示图像的反射型
LCD包括晶体管（TFT），反射电极（128）和透明电极。晶体管形成在
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成。©KIPO 2008
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